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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Formkdrperteil zur Herstellung eines Formkérpers flr die Her-
stellung eines Einkristalls, umfassend miteinander verpresste Pulverpartikel, wobei das Formkor-
perteil eine Grundflache und eine Héhe h aufweist.

[0002] Weiter betrifft die Erfindung einen Formkérper zur Herstellung eines Einkristalls in einem
Tiegel, umfassend mehrere Formkdrperteile, wobei der Formkérper eine Grundflache und eine
H6he H aufweist.

[0003] Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Einkristalls, umfassend
folgende Schritte: Bereitstellung eines Pulvers aus Pulverpartikel, Herstellung eines Formkdérpers
aus den Pulverpartikeln, Beflllung eines Tiegels mit dem Formkd&per, schmelztechnische Her-
stellung des Einkristalls aus dem Formkdrper.

[0004] Die Herstellung von groBen Einkristallen, wie sie z.B. zur Herstellung von Wafern einge-
setzt werden, ist aus dem Stand der Technik bekannt. Beispielsweise beschreibt die KR 10 2017-
0026734 A ein Pellet zur Saphirverglasung und ein Verfahren dessen Herstellung. Mit einer Ku-
gelmuihle wird eine Mischung aus einem 0,4-1,0 um hochreinen Aluminiumoxidpulver hergestellt.
Aus der Mischung wird ein einheitliches Granulat gebildet, das weiter zu einem Formteil geformt
wird. Dieser wird danach gebrannt. Die Pellets kénnen durch ein einfaches Herstellungsverfahren
in Massenproduktion hergestellt werden, und haben eine kleine KorngréBe, GleichmaBigkeit und
geringe Porositat, so dass die Fllldichte der Pellets hoch ist, wenn die Pellets in den Tiegel ein-
gefillt werden.

[0005] Aus der US 8,859,446 B2 ist ein a-Aluminiumoxid-Sinterkdrper zur Herstellung eines Sa-
phir-Einkristalls bekannt, der eine relative Dichte von 60% oder mehr aufweist. Die Porositat be-
tragt 10% oder weniger, und die Reinheit 99,99 Massen-% oder mehr. Das Volumen des Sinter-
korpers betragt zumindest 1 cm?.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Herstellbarkeit eines Einkristalls zu ver-
bessern.

[0007] Die Aufgabe wird mit dem eingangs genannten Formkdrperteil gelést, das ein schrag ge-
schnittener Zylinder oder ein schrag geschnittenes Prisma oder ein Segment eines schrag ge-
schnittenen Zylinders oder ein Segment eines schrag geschnittenen Prismas ist.

[0008] Weiter wird die Aufgabe der Erfindung mit dem eingangs genannten Formkdrper geldst,
der das erfindungsgemaBe Formkérperteil aufweist.

[0009] Zudem wird die Aufgabe der Erfindung mit dem eingangs genannten Verfahren geldst,
nach dem vorgesehen ist, dass der erfindungsgeméaBe Formkérper eingesetzt wird.

[0010] Von Vorteil ist dabei, dass durch die spezielle Formgebung der Formkérperteile die Befil-
lung des Tiegels vereinfacht werden kann, Die Formkdrperteile kbnnen dabei an den schragen
Flachen aneinander abgleiten. Die verbesserte Beflillung des Tiegels ermdglicht in der Folge eine
hohe Packdichte des Tiegels mit dem zu schmelzenden Material fiir den Einkristall. Die hohe
Packdichte wiederum ermdglicht eine Verbesserung des Einkristalls, sodass eine Qualitatsstei-
gerung des Einkristalls durch eine Reduzierung von Fehlstellen erreicht werden kann. Der Begriff
LFehlstelle® ist dabei nicht zwingend auf kristallographischer Ebene zu verstehen.

[0011] Zur weiteren Verbesserung dieser Effekte kann geman einer Ausfiihrungsvariante der Er-
findung vorgesehen sein, dass der Formkdrperteil Gber die gesamte Hohe h schrag geschnitten
ist.

[0012] Als besonders geeignet hat sich das Formteil zur Herstellung von Saphir-Einkristallen ge-
zeigt, sodass also das Formkdrperteil geman einer weiteren Ausfiihrungs-Variante aus Al>Os (a-
Aluminiumoxid) besteht.

[0013] Eine einfache Beflillung des Tiegels mit hoher Packdichte wird auch erreicht, wenn geman
einer weiteren Ausfiihrungsvariante der Erfindung die H6he h der Formkdrperteile gleich grof ist,
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wie die H6he H des Formkérpers. Mit dieser Ausflihrungsvariante kann das Volumen des Tiegels
zur Herstellung des Einkristalls mit sehr wenigen Formkorperteilen befiillt werden.

[0014] Diese Effekte werden auch erreicht bzw. weiter verbessert, wenn geman einer weiteren
Ausfiihrungsvariante der Erfindung die Grundflache der Formkdorperteile gleich ist, wie die Grund-
flache des Formkdérpers.

[0015] Um den Flllgrad des Tiegelvolumens weiter zu erhdhen, kann nach weiteren Ausfiih-
rungsvarianten der Erfindung vorgesehen sein, dass zwischen den Formkérperteilen ein Pulver
aus den Pulverpartikeln angeordnet ist und/oder dass dieser eine AuBBenkontur aufweist, die einer
Innenkontur eines Tiegels zur Herstellung eines Einkristalls entspricht, und/oder dass die Héhe
H des Formkdrpers zwischen 90 % und 100 % der Hohe des Tiegels entspricht. Aus den genann-
ten Griinden kann entsprechend einer Ausfiihrungsvariante dazu vorgesehen sein, dass die
Hbhe H des Formkdrpers der Hohe des Tiegels abzlglich der H6he eines Impfkristalls entspricht.

[0016] Vorzugsweise weist der Formkérper zur Erhdhung des geflliten Volumens des Tiegels
eine Packdichte von mehr als 50 % auf.

[0017] Eine weitere Fehlstellenreduktion kann erreicht werden, wenn der Formkdrper entspre-
chend einer anderen Ausflihrungsvariante eine Porositat von maximal 10%, insbesondere maxi-
mal 5 %, aufweist.

[0018] Zur Vereinfachung der Formkérperteilherstellung kann geman einer Ausfiihrungsvariante
des Verfahrens vorgesehen werden, dass der Formképer aus Formkérperteilen hergestellt wird,
die jeweils gesondert hergestellt werden.

[0019] Zum besseren Verstandnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren
naher erldutert.

[0020] Es zeigen jeweils in vereinfachter, schematischer Darstellung:

[0021] Fig. 1 eine Ausflihrungsvariante eines Formkdrpers in Seitenansicht;
[0022] Fig.
[0023] Fig.

2 eine weitere Ausfiihrungsvariante eines Formkdrpers in Draufsicht;

3
[0024] Fig. 4 eine weitere Ausflihrungsvariante eines Formkérpers in Seitenansicht;

5

6

eine weitere Ausflihrungsvariante eines Formkérpers in Draufsicht;

[0025] Fig.
[0026] Fig.

eine weitere Ausflihrungsvariante eines Formkérpers in Draufsicht;

eine Tiegel wahrend der Beflllung mit dem Formkdrper in Seitenansicht ge-
schnitten.

[0027] Einflhrend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfiihrungsfor-
men gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen
werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemas auf
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen Ubertragen wer-
den kbénnen. Auch sind die in der Beschreibung gewéahlten Lageangaben, wie z.B. oben, unten,
seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese
Lageangaben bei einer Lageanderung sinngeman auf die neue Lage zu Ubertragen.

[0028] In Fig. 1 ist ein Formkdrper 1 in Seitenansicht dargestellt. Der Formkdrper 1 wird zur Her-
stellung von Einkristallen eingesetzt. Dazu kann der Formk&per 1 beispielsweise eine Hohe 2 von
mindestens 5 mm aufweisen. Insbesondere kann die H6he 2 zwischen 50 mm und 1.500 mm
aufweisen. Der Durchmesser 3 einer Grundflache 4 kann zwischen 50 mm und 800 mm betragen.
Dementsprechend grof3 ist auch der Einkristall, der aus dem Formkdrper 1 hergestellt wird.

[0029] Es sei erwdhnt, dass die angegebenen Abmessungen nur beispielhaften Charakter ha-
ben. Der Formkérper 1 kann auch davon abweichende Abmessungen haben.

[0030] Sofern der Formkorper 1 keine Zylinder ist, bezeichnet der Durchmesser 3 jene Abmes-
sung eines Hillkreises, der die gesamte Grundflache 4 des Formkérpers 1 gerade noch ein-
schlief3t.
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[0031] Der Formkérper 1 besteht aus oder umfasst mehrere Formkdrperteile 5. In der konkret
dargestellten Ausfiihrungsvariante besteht der Formkdper 1 aus zwei Formkdperteilen 5. Gene-
rell kann der Formkdper 1 aber je nach Ausflihrung zwischen zwei und zwanzig, insbesondere
zwischen zwei und zwdélf, vorzugsweise zwischen zwei und acht bzw. zwischen zwei und vier,
Formkdrperteile 5 aufweisen bzw. aus diese Anzahl an Formkérperteilen 5 bestehen.

[0032] Die Formkdrperteile 5 umfassen oder bestehen aus gepressten Pulverpartikeln. Ublicher-
weise sind die Formkdrperteile 5 auch gesintert, wie dies an sich aus der Herstellung von Eikris-
tallen bekannt ist. Prinzipiell kbnnen die Formkorperteile 5 zu Herstellung unterschiedlichster Ein-
kristalle verwendet werden. Dementsprechend kann auch die Zusammensetzung der Formkor-
perteile 5 entsprechend unterschiedlich sein. Beispielsweise kénnen sie aus SiC bestehen, d.h.
aus SiC Partikeln hergestellt sein.

[0033] In der bevorzugten Ausflihrungsvariante werden die Formkdérperteile 5 zur Herstellung von
Saphir Einkristallen aus a-Al,Os Pulverpartikel hergestellt. Die a-Al>Oz Pulverpartikel kénnen ei-
nen mittleren Partikeldurchmesser aufweisen, mit dem eine Oberflache nach der BET-Methode
zwischen 2 m?/g und 10 m?g erreicht wird.

[0034] Es ist weiter bevorzugt, wenn die Pulverpartikel zur Herstellung der Formkérperteile 5 eine
Reinheit an dem jeweils einzusetzenden Material, also beispielsweise an SiC oder a-Al>Os, von
mindestens 99,9 %, insbesondere von mindestens 99,99 %, aufweisen. Bevorzugt ist ein Anteil
an Ubergangsmetallen, wie beispielsweise Fe, Ti, V, Cr, etc., (in Summe) nicht gréBer als 5 ppm.
Andere Elemente, wie Na, Ca, Si, Ga oder Ge, sollten bevorzugt ebenfalls entfernt werden bzw.
einen Anteil von (in Summe) nicht mehr als 5 ppm aufweisen.

[0035] Die Formkdérperteile 5 sind als schrdg geschnittene Zylinder oder schrag geschnittene
Prismen oder als Segmente eines schrag geschnittenen Zylinders oder als Segmente eines
schrag geschnittenen Prismas ausgebildet.

[0036] Es sei darauf hingewiesen, dass ,schrag geschnitten® nicht zwingend bedeutet, dass die
Formkdrperteile 5 durch Schneiden hergestellt sind. Die Formkérperteile 5 kénnen auch bereits
mit der zumindest einen schragen Flache hergestellt sein. Mit anderen Worten bezieht sich
,Schrag geschnitten” auf die geometrische Form des Formkoérperteils 5 nicht auf ein Herstellver-
fahren. Die Formkdrperteile 5 kbnnen somit Zylinder mit einer in Bezug auf die Horizontale schrag
verlaufenden Ebene oder Prismen mit einer in Bezug auf die Horizontale schrag verlaufenden
Ebene oder Segmente eines Zylinders mit einer in Bezug auf die Horizontale schrag verlaufenden
Ebene oder als Segmente eines Prismas mit einer in Bezug auf die Horizontale schrag verlau-
fenden Ebene sein.

[0037] In Fig. 1 ist dazu die Ausfiihrungsvariante eines schrag geschnitten Zylinders dargestellt.
Die Schnittflache verlauft in einem Winkel 6 zur Normalen 7 auf die Grundflache 4. Die Normale
7 kann die Langsmittelachse durch den Zylinder oder das Prisma sein. Der Winkel 6 kann aus-
gewahlt sein aus einem Bereich von 1 ° bis 45 °, insbesondere aus einem Bereich von 2 ° bis 35 °.

[0038] In der bevorzugten Ausfihrungsvariante werden die Formkdrperteile 5 durch Einflllen der
Pulverpartikel in eine Pressform und anschlieBendes Pressen hergestellt. Die Pressform kann
dazu die entsprechend Geometrie des Formhohlraums aufweisen. Somit werden die Formkor-
perteile 5 jeweils gesondert hergestellt. Es ist aber auch mdglich, dass in einem ersten Schritt
aus den Pulverpartikel der Formkdrper 1 an sich hergestellt wird, und dass dieser dann in einem
zweiten Schritt die Formkérperteile 5 aus dem Formkdérper 1 durch ein Trennverfahren, insbeson-
dere Schneiden, hergestellt werden. Die Herstellung der Formkérperteile 5 aus dem Formkdrper
1 erfolgt bevorzugt im Griinzustand, kann aber auch nach dem Sintern des Griinlings erfolgen.

[0039] Es ist nach einer weiteren Ausflhrungsvariante méglich, dass die Formkdrper 1 mit zu-
mindest einer Sollbruchstelle hergestellt wird, um die spatere Trennung des Formkdrpers 1 in die
Formkdrperteile 5 zu vereinfachen, Beispielsweise kann der Formkdrper 1 mit zumindest einer
Rille versehen werden. Es ist auch mdglich, dass die Formkérperteile 5 mit zumindest einem Steg
verbunden hergestellt werden, wobei der Steg die Sollbruchstelle bildet. Mit diesen Ausflihrungs-
varianten ist es einfacher, die vorerst miteinander verbundenen Formkdrperteile 5 gemeinsam zu
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sintern und erst danach die Teilung in die Formkorperteile 5 vorzunehmen. Durch die gemein-
same Sinterung ist es einfacher zusammengehérende Formkdrperteile 5 bereitzustellen.

[0040] Die Trennung des Formkdrpers 1 in die Formkérperteile 5 kann auch durch Bruchtrennen
erfolgen. Da in diesem Fall die Bruchflache relativ rau ist, kann geman einer Ausfiihrungsvariante
der Erfindung vorgesehen werden, dass beim Befiillen eines Tiegels 8 (siehe Fig. 6) zwischen
den Formkdrperteilen 5 zusatzlich Pulverpartikel aus dem Pulver, aus dem die Formkdrperteile 5
hergestellt wurden, eingebracht werden. Damit ist ein h6herer Flllgrad des Tiegels 8 erreichbar.

[0041] Selbstverstandlich kann auch bei nicht bruchgetrennten Formkdrperteilen 5 ein Pulver
zwischen den Formkoérperteilen 5 angeordnet werden.

[0042] Das Pressen der Pulverpartikel an sich ist bekannt, sodass hierzu auf den einschlagigen
Stand der Technik verwiesen sei.

[0043] Wie anhand der Fig. 2 und 4 verdeutlicht ist, kann die Grundflache 4 des Formkérpers 1
unterschiedlich ausgebildet sein. Neben der kreisrunden Grundflache 4 des Zylinders nach Fig.
1 kann die Grundflache 4 auch viereckig (Fig. 2), z.B. quadratisch oder rechteckig, sechseckig
(Fig. 3) oder generell mehreckig (achteckig, etc.), ausgebildet sein. Die (bevorzugt geraden) Pris-
men sind dementsprechend ausgebildet. Die Grundflache 4 kann aber auch ein Oval sein. Durch
diese Teilung entstehen entsprechende Segmente 9 von Prismen, die aber nach wie vor eine
schrage Ebene 10, beispielsweise eine Schnittflache, aufweisen, wie sie fir die Ausfihrungsva-
riante nach Fig. 1 dargestellt ist. Im Falle eines Zylinders ist diese schrage Ebene 10 ein Oval.
Fir prismatische Ausfiihrungen des Formteils 1 sind die Ebenen entsprechend anders ausgebil-
det.

[0044] Mit Fig. 5 soll verdeutlicht werden, dass auch fiir die zylindrische Ausfiihrungen des Form-
teils 1 Segmente 9 durch entsprechende Teilung als Formkérperteile 5 bereitgestellt werden kén-
nen.

[0045] Je nach Ausbildung des Formkérperteils 5 kann dieser die gleiche Grundflache 4 aufwei-
sen wie der Formkdrper an sich. Diese Ausgestaltung wird erhalten, wenn der Formkorper 1 le-
diglich in zwei Formkérperteile 5 aufgeteilt wird. Bei segmentierten Ausfiihrungen des Formteils
1 unterscheidet sich die Grundflache der Formkérperteile 5 von jener des Formkérpers 1. Bevor-
zugt ist jedoch erstgenannte Ausfiihrungsvariante.

[0046] Es ist weiter generell mdglich, dass samtliche Formkérperteile 5 eines Formkdrpers 1
gleich ausgebildet sind. Die Formkérperteile 5 eines Formkdrpers 1 kdnnen aber auch unter-
schiedlich zueinander sein.

[0047] Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, kann sich geman einer Ausfiihrungsvariante die schrage
Ebene 10 lber die gesamte Hohe 2 des Formkdrpers 1 erstrecken. In der Seitenansicht erscheint
die schrage Ebene 10 somit als Diagonale. Bei dieser Ausfiihrungsvariante weisen die Formkor-
perteile 5 eine Hohe h auf, die gleich mit der Héhe H 2 des Formteils 1 ist.

[0048] Wie durch die Ausfiihrungsvariante nach Fig. 4 verdeutlicht wird, kann aber auch vorge-
sehen werden, dass sich die schrage Ebene 10 nur liber einen Teilbereich der Hohe 2 des Form-
korpers 1 erstreckt. Der Teilbereich kann beispielsweise zwischen 5 % und 95 %, insbesondere
zwischen 10 % und 80 %, vorzugsweise zwischen 20 % und 60 %, der Hohe 2 des Formteils 1
betragen.

[0049] Nachdem die Formkdrperteile 5 zur einfacheren Befiillung des Tiegels 8 vorgesehen sind,
kann geman einer weiteren Ausflihrungsvariante, nach der der Formkdrper 1 eine AuBBenkontur
aufweist, die einer Innenkontur des Tiegels 8 zur Herstellung eines Einkristalls entspricht, vorge-
sehen sein, dass die Formkérperteile 5 ebenfalls eine entsprechende Geometrie aufweisen, die
das Zusammensetzen des Formteils 1 mit der AuBBenkontur des Tiegels 8 ermdglicht.

[0050] Im Falle einer davon abweichenden Geometrie kann vorgesehen werden, dass im Tiegel
8 verbleibende Hohlrdume zumindest teilweise mit dem Pulver aufgefiillt werden, aus denen die
Formkdrperteile 5 bestehen bzw. das diese aufweisen.
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[0051] GemalR einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsvariante des Formteils 1 kann vorgese-
hen sein, dass dessen Hbhe 2 wischen 90 % und 100 % einer gesamten Hohe 11 des Tiegels 8
entspricht. Dabei kann gemaf einer weiteren Ausfihrungsvariante vorgesehen sein, dass die
Hbhe 2 des Formkdrpers 1 der Hohe des Tiegels 8 abzliglich einer H6he 12 eines Impfkristalls
13 entspricht, der zumindest teilweise, insbesondere zur Ganze, den Boden des Tiegels 8 bildet,
wie dies aus Fig. 6 zu ersehen ist.

[0052] Bevorzugt wird der Tiegel 8, d.h. dessen Innenvolumen, mit den Formkdrperteilen 5 so
weit beflillt, dass dieser eine Packdichte von mehr als 50 %, insbesondere mehr als 75 %, vor-
zugsweise mehr als 95 %, aufweist. Die Formkérperteile 5 an sich weisen geman einer weiteren
Ausfiihrungsvariante eine Porositat von maximal 10%, insbesondere maximal 5 %, vorzugsweise
maximal 4 %, beispielsweise maximal 3 %, wie z.B. zwischen 0,5 % und 3 %; auf. Die Porositéat
wird mit der hierfiir bekannten Hg-Methode bestimmit.

[0053] In Fig. 6 ist zur Veranschaulichung des Vorteils der Formkérperteile 5 der Beflillvorgang
des Tiegels 8 dargestellt. Wie ersichtlich befindet sich im Tiegel 8 bereits ein erster Formteilkdrper
5. Ein zweiter Formteilkdrper 5 kann nun mit seiner schragen Ebene 10 an der schrdgen Ebene
10 des sich bereits im Tiegel 8 sich befindenden Formkérperteil 5 in den Tiegel 8 eingleiten. Dabei
kénnen eventuell vorhandene Fehlpositionierungen der Formkérperteile 5 im Zusammenspiel der
der Tiegelwand einfacher wieder beseitigt werden, ohne dass auf die Formkdrperteile 5 eine zu
groBe Kraft ausgetlibt wird, die zu einem Abbrechen von Teilen der Formkérperteile 5 fiihren
kdénnte. Letzteres wiirde in einer geringeren Packdichte resultieren.

[0054] Obwohl der Effekt am ausgepréagtesten ist, wenn die Héhe h der Formkdrperteile 5 gleich
ist der H6he 2 des Formteils 1, kann ein verbessertes Befiillverhalten auch mit der in Fig. 4 ge-
zeigten Ausfihrungsvariante erreicht werden. Die Fillkérperteile 5 kénnen namlich bereits au-
Berhalb des Tiegels 8 zum Formteil 1 zusammengesetzt werden, sodass auch hierbei vorliegende
Fehlpositionierung der Formkorperteile 5 zueinander beim Einlegen in den Tiegel 8 automatisch
beseitigt werden kdnnen.

[0055] Der mit den Formkérperteilen 5 und gegebenenfalls zusatzlich Pulver befiillte Tiegel wird
in der Folge einer so hohen Temperatur ausgesetzt, dass aus dem Formkérper 1 der gewlinschte
Einkristall schmelztechnisch hergestellt werden kann.

[0056] Nur der Vollstandigkeit halber sein angemerkt, dass der Tiegel 8 z.B. aus Graphit oder
Molybdan bestehen kann, wobei sich das Tiegelmaterial vorwiegend nach dem Material richtet,
aus dem die Formkorperteile 5 bestehen.

[0057] Es sei darauf hingewiesen, dass in einer Vorrichtung zur Herstellung eines Einkristalls ein
Tiegel 8 oder mehrere Tiegel 8 angeordnet werden kdnnen, um damit einen Einkristall oder meh-
rere Einkristalle gleichzeitig herstellen zu kénnen. Fir die Befiillung der weiteren Tiegel 8, die in
der Vorrichtung 1 angeordnet werden kénnen, kénnen voranstehende Ausflihrungen entspre-
chend angewandt werden.

[0058] Die Ausfiihrungsbeispiele zeigen mdgliche Ausfiihrungsvarianten, wobei an dieser Stelle
bemerkt sei, dass auch Kombinationen der einzelnen Ausfiihrungsvarianten untereinander mdég-
lich sind.

[0059] Der Ordnung halber sei abschlieBend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verstand-
nis die Formkdrperteile 5 bzw. der daraus gebildete Formkdrper 1 nicht notwendigerweise maf3-
stablich dargestellt sind.
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Patentanspriiche

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Formkérperteil (5) zur Herstellung eines Formkdérpers (1) fir die Herstellung eines Einkris-
talls, umfassend miteinander verpresste Pulverpartikel, wobei das Formkérperteil (5) eine
Grundflache und eine Héhe h aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Formkérperteil
(5) ein schrag geschnittener Zylinder oder ein schrag geschnittenes Prisma oder ein Seg-
ment eines schrag geschnittenen Zylinders oder ein Segment eines schrag geschnittenen
Prismas ist.

Formkorperteil (5) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dieser Uber die ge-
samte Hohe h schrag geschnitten ist.

Formkorperteil (5) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkdrperteil (1)
aus Al-Os zur Herstellung eines Saphir-Einkristalls besteht.

Formkdrper (1) zur Herstellung eines Einkristalls in einem Tiegel (8), umfassend mehrere
Formkdrperteile (5), wobei der Formkdrper (1) eine Grundflache (4) und eine Héhe H (2)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Formkdrperteile (5) nach einem der Anspri-
che 1 bis 3 gebildet sind.

Formkdorper nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohe h der Formkérper-
teile (5) gleich groB3 ist, wie die Hohe H (2) des Formkérpers (1).

Formkdrper (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundflache
der Formkérperteile (5) gleich ist, wie die Grundflache (4) des Formkdrpers (1).

Formkorper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Formkdrperteilen (5) ein Pulver aus den Pulverpartikeln angeordnet ist.

Formkorper (1) nach einem der Anspriche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
eine AuBenkontur aufweist, die einer Innenkontur des Tiegels (8) zur Herstellung eines Ein-
kristalls entspricht.

Formkorper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohe
H (2) des Formkdrpers (1) zwischen 100 % und 90 % der Hbhe (11) des Tiegels (8) ent-
spricht.

Formkorper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohe
H (2) des Formkorpers (1) einer Hohe (11) des Tiegels (8) abziiglich einer Hohe (12) eines
Impfkristalls (13) entspricht.

Formkdrper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
eine Packdichte von mehr als 50 % aufweist.

Formkdrper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
eine Porositat von maximal 10%, insbesondere maximal 5 %, aufweist.

Verfahren zur Herstellung eines Einkristalls, umfassend folgende Schritte:
- Bereitstellung eines Pulvers aus Pulverpartikel,
- Herstellung eines Formkdrpers (1) aus den Pulverpartikeln,
- Befillung eines Tiegels (8) mit dem Formkdper (1),
- schmelztechnische Herstellung des Einkristalls aus dem Formkdrper (1),
dadurch gekennzeichnet, dass ein Formkdrper (1) eingesetzt wird, der entsprechend ei-
nem der Anspriiche 4 bis 12 ausgebildet ist.

Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkdper (1) aus Form-
korperteilen (5) hergestellt wird, die jeweils gesondert hergestellt werden.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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